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Présentation

Description

Evaluation

L’évaluation des acquis d’apprentissage est réalisée en
continu tout le long du semestre. En fonction des
enseignements, elle peut prendre différentes formes :
examen écrit, oral, compte—rendu, rapport  écrit,
évaluation par les pairs...

Infos pratiques

Lieu(x)
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Approfondissement des circuits électroniques

Présentation

Description

Caractéristiques  électriques  des diodes et des
transistors (MOS, JFET et bipolaires). Circuits de
polarisation et classes correspondantes. Modéles des
composants actifs et schémas équivalents en BF et en
HF. Fonctions et circuits correspondants (régulation de
courant, miroir de courant, structure différentielle...).
Chaine d'amplification et filtrage avec adaptation
d'impédance. Prise en compte des modéles (capteurs et
circuits de traitement du signal) dans un logiciel de
simulation de circuits.

Objectifs

A'la fin de ce module, I'étudiant devra avoir compris et
pourra expliquer (principaux concepts) :

- Les caractéristiques électriques des diodes et
transistors.

- Le concept de point de fonctionnement et de la
linéarisation des caractéristiques autour de ce point.

- Reconnaitre les différentes classes d'amplification
pour I'utilisation des transistors.

- Les concepts de la modélisation en BF et en HF dans le
but de concevoir des fonctions élaborées.

L’étudiant devra étre capable de :

- Mettre en ceuvre un circuit de polarisation adapté & la
fonction visée.

- Extraire le schéma équivalent pour un fonctionnement
en BF ou en HF.

- Reconnaitre les circuits de base et les mettre en
ceuvre (miroir de courant, structure différentielle...)
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- Savoir utiliser un logiciel de simulation de circuits
électronique et connaltre les limites des modéles
employés.

- Mettre en ceuvre une chaine d’amplification et filtrage
en vue de son intégration

- Concevoir les circuits pour I'exploitation des différents
types de capteurs.

- Concevoir un étage de puissance en prenant en
compte les aspects de la dissipation de puissance.

Pré-requis nécéssaires

Cours d'électricité fondamental, lois de Kirchhoff,
théorémes fondamentaux Thévenin, Norton et
superposition, notions de sources de tension et de
sources de courant. Transformée de Fourier et de

Laplace.

Evaluation

L’évaluation des acquis d’apprentissage est réalisée en
continu tout le long du semestre. En fonction des
enseignements, elle peut prendre différentes formes :
examen écrit, oral, compte-rendu, rapport  écrit,
évaluation par les pairs...

Infos pratiques

Lieu(x)
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Semiconducteurs

Présentation

Description
Partie 1: Fondements de la Physique des Matériaux

Présentation des concepts de mécanique quantique &
I'origine des structures électroniques de 'atome.
Introduction aux liaisons chimiques et & I'organisation
de la matiére.

Ftude des structures cristallines.

Notion de diagramme de bande permettant de
distinguer les isolants, semi-conducteurs et métaux,
ainsi que le concept de densité d'états au sein d'un
matériau.

Rappels de physique statistique élémentaire pour
expliquer comment modifier les densités de charge
dans un matériau semi-conducteur via le dopage.

Partie 2 : Dopage et Jonction PN

Compréhension des différents types de dopage des
semi-conducteurs.

Construction d'un composant simple comme la jonction
PN, en introduisant les diagrammes de bande de ces
structures & I'équilibre thermodynamique et hors
équilibre thermodynamique (sous polarisation ou sous
éclairage).

Etude des lois de diffusion des porteurs de charge pour
établir les lois régissant les niveaux de courant
observés dans les jonctions PN sous polarisation.

Partie 3 : Transistors Bipolaires

Compréhension du fonctionnement de la jonction PN et
de son association au sein d'un transistor bipolaire.

Explication des diverses propriétés physiques des
notomment  leur  role

transistors bipolaires,

d'amplificateur.
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Mise en avant des liens entre les propriétés
électroniques des composants et les phénoménes
physiques, tels que les paramétres physiques des gains
en courant Alpha et Beta des transistors bipolaires.

Partie 4 : Technologies CMOS

Mise en évidence des liens physiques entre les
matériaux et le fonctionnement électronique des
capacités MOS, des transistors MOS et leur association
a travers les technologies CMOS.

Ce cours vise & doter les étudiants des connaissances
fondamentales et des compétences pratiques
nécessaires pour comprendre et appliquer les principes
de la physique des matériaux et des composants dans

les technologies de I'information.
Partie 5 : Travaux Pratiques

Dans le cadre de notre module sur les matériaux semi-
conducteurs et leur caractérisation, tu auras
I'opportunité de participer & 7 heures de travaux
pratiques en salle blanche au sein de I'AIME. Ces
séances te permettront de mettre en ceuvre les
connaissances acquises en cours et en TD. Lors de ces
travaux pratiques, |'étudiant devra construire et
caractériser électriquement des cellules photovoltaiques
en suivant le procédé Lumelec développé au sein de
I'AIME. Pour plus de détails, le fascicule Lumelec de ce
TP est disponible & I'adresse suivante : https://www.ai
me-toulouse.fr/wp-content/uploads/2024/04/Fascicul
eLumelec_FR_2024.pdf

Ces séances pratiques sont une excellente occasion de
renforcer tes compétences techniques et de
comprendre les applications concrétes des concepts

théoriques abordés en cours.

Objectifs
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Objectif du Cours :

Ce cours introduit la physique des matériaux et des
composants impliqués dans les technologies associées
d la transmission, au traitement et au stockage de
I'information. Il se concentre sur les principes
fondamentaux intemporels dans un domaine en
développement rapide.

Compétences Attendues :
A la fin de ce cours, I'étudiant sera capable de :

Décrire clairement et exprimer les différents principes
physiques mis en ceuvre dans le traitement, la
transmission et le stockage de I'information.
Comprendre globalement les technologies & base de
semi-conducteurs, depuis I'atome jusqu'a l'application
des composants.

Enrichir sa compréhension des propriétés physiques des
semi-conducteurs, en particulier la jonction PN, qui
constitue la brique de base technologique présente
dans tous les composants modernes, qu'ils soient
discrets (comme la diode ou le transistor bipolaire) ou
intégrés (comme les transistors a effet de champ).

Evaluation

L’évaluation des acquis d’apprentissage est réalisée en
continu tout le long du semestre. En fonction des
enseignements, elle peut prendre différentes formes :
examen écrit, oral, compte—rendu, rapport  écrit,
évaluation par les pairs...

Infos pratiques

Lieu(x)
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Modélisation et Analyse des systémes linéaires continus

Présentation

Description

Ce cours introduit la notion de représentation des
systémes dynamiques par espace d'état. Le lien avec
les autres modeéles (fonctionne transfert, équation
différentielle) est particulierement discuté tout comme
I'obtention d'un modéle obtenu par linéarisation.
Plusieurs bases de représentation sont abordés : les
formes modale, compagne de commande et compagne
d'observation.  Nous étudions ensuite comment
analyser un systéme linéaire invariant en terme de
réponse temporelle et de propriété de stabilité.

Objectifs

Ce module s'intéresse a la représentation et I'analyse
des systémes dynamiques linéaires continus avec le
formalisme de I'espace d'état. Dans ce cadre, I'étudiant
devra savoir changer la base de représentation,
analyser la stabilité et calculer la réponse temporelle
d'un systéme linéaire invariant.

Pré-requis nécéssaires

- Cours de 2e année IMACS « Systémes bouclés »
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Evaluation

L’évaluation des acquis d’apprentissage est réalisée en
continu tout le long du semestre. En fonction des
enseignements, elle peut prendre différentes formes :
examen écrit, oral, compte-rendu, rapport écrit,
évaluation par les pairs...

Infos pratiques

Lieu(x)
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Filtrage numérique

Présentation

Description

1. Conversion et traitement des signaux (CAN,

CNA, Récurrence) ,

2. Systémes discrets linéaires (Récurrence, transformée
en Z, fonction de transfert, réponse impulsionnelle)

3. Structure et Synthése des filtres

numériques (Filtres FIR et IR, Stabilité, Méthode
bilinéaire)

Objectifs

Amener & une compréhension des signaux discrets et
des

systémes discrets.

Donner les principes de la théorie du signal

ainsi que les méthodes de traitement, en particulier
I'analyse spectrale et la synthése de filtres numériques

Pré-requis nécéssaires

Signaux et systéme continus :

- Transformée et série de Fourier

- Transformée de Laplace et fonction de transfert
continu

- Représentation en diagramme de bode
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Evaluation

L’évaluation des acquis d’apprentissage est réalisée en
continu tout le long du semestre. En fonction des
enseignements, elle peut prendre différentes formes :
examen écrit, oral, compte-rendu, rapport écrit,
évaluation par les pairs...

Infos pratiques

Lieu(x)
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